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Оптические    соединения    обладают    рядом    преимуществ    по    сравнению 

с электрическими аналогами. Сюда можно отнести значительно более высокую 
пропускную способность и защищенность каналов передачи информации, так как 
локализация передаваемого потока информации внутри оптического волновода 
обеспечивает его защиту от несанкционированного доступа. 

Ключевыми элементами оптических межсоединений внутри кремниевых чипов 
и   между   ними   являются    источники    оптического    излучения,    формируемые 
по технологии, совмещенной с технологией кремниевых интегральных схем. Такими 
светоизлучающими устройствами являются лавинные светодиоды на основе 
нанокристаллического кремния. 

Лавинные светодиоды на  основе  нанокристаллического  кремния  формировали 
по технологии, интегрированной с технологией КМОП ИС. Ключевой операцией 
технологии их получения является магнетронное осаждение нанокомпозитной пленки 
Al/Si с последующим ее электрохимическим анодированием, в результате чего 
формируются кремниевые нанокластеры, встроенные в матрицу оксида алюминия [1–4]. 

В данной работе показано, что уменьшение рабочей площади диода с 104 мкм2 

до 10 мкм2 приводит к уменьшению интегральной емкости диода более чем на порядок. 
Соответственно снижение интегральной  емкости  светодиодов  от  единиц  пикофарад 
до сотен фемтофарад позволило увеличить их рабочую частоту и достичь излучения 
в гигагерцовом   диапазоне,   что   является   значимым   результатом   по   сравнению 
с альтернативными источниками света. 
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